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В настоящее время одним из перспективных методов создания светоизлучающих и фоточувствительных устройств 

является использование гетероструктур на основе материалов A
III
B

V
. Приборное применение таких структур может быть 

разнообразно: полупроводниковые гетеролазеры и светодиоды, в том числе и создание излучающих структур полного 

видимого спектра. Так же данные светодиоды могут быть применены при создании микродиодов для телевизоров и дис-

плеев.  

В данной работе было проведено моделирование с использованием AlGaN структуры (рисунок 1,а):  

n-слой Al0,15Ga0,85N, легированный кремнием, активный слой In0,06Ga0,94N, легированный цинком и p-слой 

Al0,15Ga0,85N, легированный магнием.[1] Для расчётов использовался программный комплекс COMSOL Mul-

tiphysics и одномерное представление активного структуры.[2] Эмиссионный спектр данной структуры пред-

ставлен на рисунке 1,б.  
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Рис. 1 – а) трехмерная модель гетероструктуры с квантовой ямой, б) эмиссионный спектры из активной 

области 

 

Активный слой толщиной 5 нм с шириной запрещенной зоны 2,7 эВ располагается между двумя слоя-

ми p-AlGaN и n-AlGaN, каждый толщиной в 150 нм с шириной запрещенной зоной 3,7 эВ.[3]  

В зависимости от приложенного напряжения (от 0 до 3,3 В) изменяется диапазон выделяемой мощно-

сти, что изменяет интенсивность и длину волны излучения от 450 нм до 650 нм. Данная структура может быть 

улучшена введением слоев, блокирующих электроны, для того что бы более точно контролировать процесс 

рекомбинации. 
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